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ここ 10年、有機材料のスピントロニクスへの利用が注目を集めている。水素や炭素といった軽

元素で構成されている有機材料では、スピン軌道相互作用が小さく、スピン輸送能力が高いこと

が期待されている。実際、有機層を強磁性電極で挟んだスピンバルブ素子 (図 1) を作り、磁気抵

抗効果を計測することで、有機材料におけるスピン輸送の研究が行われている[1]。一方で、有機

スピンバルブ素子における磁気抵抗効果は、有機材料中のキャリアのスピン輸送だけでなく、ト

ンネル異方性磁気抵抗効果 (TAMR) などの、有機物－磁性体界面の効果を考慮しなければならな

いと指摘されている[2]。TAMR は、結晶異方性を持つ磁性体電極界面から、キャリアがトンネル

注入される際に生じる磁気抵抗効果である。多くの有機スピンバルブ素子に電極材料として用い

られている La0.67Sr0.33MnO3 (LSMO) は結晶異方性を有しているため、TAMRの効果を無視できな

い[3]。本研究では、有機スピンバルブ素子における TAMR の制御を目標として、今回はアニール

処理が TAMR に与える影響を調べた。 

SrTiO3(110)上に製膜したLSMOを電極とするLSMO / 

Pentacene / Co の積層型有機スピンバルブを作製した 

(図 1)。アニールは真空中 390K で 1 時間行った。図 2

にアニール処理前後の電気抵抗の磁場角度依存性を示

す。両者とも典型的な TAMR の特徴を示すが、アニー

ル後では、抵抗の変化率および磁場角度依存性に変化

が見られる。これは、アニール処理によって電極－有

機界面の状態密度が変化していることを示唆している。 

 

 

 

 

 

図 1 : 積層型有機スピンバルブ素子の構造. 
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図 2 : Co / Pentacene / LSMO素子における 

電気抵抗の磁場角度依存性 : 

(a)アニール前 (b)アニール後. 
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